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Autor se ve své praci zaméfil na vysoce aktualni problematiku studia novych
materiall potencialné vhodnych pro budouci aplikace v elektrotechnickém pramysilu,
zejména se soustiedil na dvé skupiny material(i systému Ge-Sb-Te(Se) a Ag-Ge-Ga-
S, jejichz aplikace je smé&fovana na nové rychlé netékavé nanopaméti. V diserta&ni
praci jsou shrnuty vysledky studia tenkych vrstev materialQ o sloFeni Ge,Sb;, 3TesSe
a GezsxGaxS72(Ag).

Tenke vrstvy byly pfipraveny réznymi zpusoby. Tenké vrstvy materialu
Ge;Sb;3TesSe byly pfipraveny metodou magnetronového naprasovani pro rizné
depozicni podminky z targetu vyrobeného firmou UMICORE a tenké vrstvy
Ge2s.xGaxS72 metodou pulzni laserové depozice z objemovych vzork pfipravenych
pfimou syntézou z prvkd polovodicové Cistoty.

K charakterizaci pfipravenych tenkych vrstev bylo vyuZito energiové disperzni
rentgenové analyzy spojena se skenovacim elektronovym mikroskopem, rentgenové
difrakéni analyzy, spektraini elipsometrie s promeénnym Uhlem, UV-VIS-NIR
spektrometrie a techniky Van der Pauwa. Dal§i studium vrstev bylo zaméieno na
jejich fyzikalné chemické vlastnosti.

U amorfnich vrstev o sloZeni GezSb; 3TesSe byly hlavnim predmétem studia
elektricke a optické vlastnosti materialu v zavislosti na deposicnich podminkach (tlak
pracovniho plynu, vykon, depoziéni Ghel) a jejich zména po pfevedeni materialu z
amorfniho na krystalicky. U amorfnich vrstev o slozeni Gezs.xGaxS72 bylo hlavnim
cilem studovat fotoindukované rozpousténi a difuzi stfibra do pfipravenych tenkych
vrstev metodou spektralni elipsometrie.

Metoda UV-Vis-NIR spektroskopie pfinesla informaci o posunech kratkovinné
absorpéni hrany v zavislosti na tloudtce vzorku v systemu Ge,Sb;;TesSe a v
zavislosti na sloZeni v systému Ge,s.,Ga,S7s.

Elektrické viastnosti systému Ge,Sb, ;Te,Se byly zméfeny metodou Van der
Pawn. Hodnota plodného elektrického odporu b&hem krystalizace poklesla o dva az

tri fady, coZ je hodnota dostatedna pro vyuZiti v pamétech. Vysledky ziskané



méfenim vlastnosti materialu Ge2Sb;3TesSe  byly porovnany s modelovym
materialem Ge,;Sb,Tes
Spektraini elipsometrie poskytla informace o tloustkach vrstev, povrchové
hrubosti a pfedevsim o hodnotach indexu lomu. Diky studiu indexu lomu byla zjisténa
gradace indexu lomu ve vrstvach GezsxGasS72, z niZz je mozné ziskat odhad o
koncentraénim profilu stfibra v tenké vrstvé po fotoindukovaném rozpousténi a difuzi
stfibra v zavislosti na dob& expozice a na mnozstvi pouZiteho stfibra. Vysledky na
vzorcich o sloZeni GeysS7; a GeyGagS-» byly vzajemné porovnany a vysloven zaveér
o vlivu Ga na sledované vlastnosti. Nahrazeni &asti germania galliem ma za nasledek
zvyseni indexu lomu materialu a posun kratkovinné absorp&ni hrany k delim
vinovym délkam. Ziskany hloubkovy profil Ag je potencialné vhodny pro vytvoieni
vrstvy s dostate¢nou koncentraci vodivych iont(.
Studované materialy byly na zakladé nameéfenych vysledkl shledany
jako vhodné pro potencidlni aplikace. V zavéru této prace byly nastinény moznosti
dalSiho studia i potencialnich aplikaci v oblasti technologii nanopaméti se zménou

faze a vodivosti na bazi chalkogenidovych skel.

Vysledky jeho prace jsou pfedmétem fady praci v zahraniénich Casopisech (jiz
publikovanych) a dale byly vysledky publikovany na konferencich doma i v zahranigi.

ing. Miroslav Barto§ ve své praci musel zvlddnout a porozumét fadé
experimentalnich postupl, pfistupl, technik i jejich uskali véetné pripravy
objemovych vzorkli a zejména tenkych vrstev. Pfi praci vyuzil téz rady analytickych
technik k charakterizaci pfipravenych amorfnich material.
ing. Miroslav Barto§ prokazal pii feseni disertadni prace schopnost samostatné
védecké prace a iniciativu ve ziskavani novych poznatkd.
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